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(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN GETROCKNETER METALLSINTERZUBEREITUNG MITTELS EINES
TRANSFERSUBSTRATS AUF EINEN TRAGER FUR ELEKTRONIKBAUTEILE, ENTSPRECHENDER TRAGER UND SEINE
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(57) Abstract: A method for applying multiple discrete layer fragments made of dried metal sintering compound onto
predetermined, electrically-conductive surface areas of a carrier for electronic components, comprising the steps: (1) application of
multiple discrete layer fragments made of metal sintering compound on one side of a flat transfer substrate in mirrored arrangement
to the predetermined, electrically-conductive surface areas, (2) drying of the metal sintering compound thus applied while preventing
sintering, (3) arranging and contacting of the transfer substrate with the layer fragments made of dried metal sintering compound
facing toward the surface of the carrier for electronic components and while guaranteeing a congruent positioning of the surface area
of the transfer substrate provided with the dried metal sintering compound and the predetermined, electrically-conductive surface
area of the carrier for electronic components, (4) application of pressing force on the contact arrangement created in Step (3), and (5)
removal of the transfer substrate from the contact arrangement, wherein the adhesive force of the dried metal sintering compound
following the completion of Step (4) is greater with respect to the predetermined, electrically-conductive surface areas of the carrier
for electronic components than with respect to the surtace of the transfer substrate, wherein the flat transfer substrate is a non-
sinterable and, if necessary, coated metal film or a thermoplastic plastic film, wherein the carrier for electronic components describes
a substrate with a flat surface having one or more indentations from 10 to 500 um and at the same time is selected from the group
consisting of pressed screens, ceramic substrates, DCB substrates, and metal composite materials, and wherein at least one
predetermined, electrically-conductive surface area is located in an indentation. The carrier for electronic components can already be
populated with one or more electronic components. The carrier substrate can have recesses for electronic components already
present on the carrier. The carrier for electronic components provided with dried metal sintering compound is used in a method, in
which initially a sandwich arrangement is created from the carrier for electronic components provided with dried metal sintering
compound and the electronic components, and the sandwich arrangement is subsequently subjected to a sintering process.
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Verfahren zum Autbringen mehrerer diskreter Schichtfragmente aus getrockneter Metallsinterzubereitung auf vorbestimmte,
elektrisch leitfdhige Oberfldchenanteile eines Trégers fiir Elektronikbauteile, umfassend die Schritte: (1) Autbringen mehrerer
diskreter Schichtfragmente aus Metallsinterzubereitung auf eine Seite eines ebenen Transfersubstrats in zu den vorbestimmten,
elektrisch  leitfdhigen  Oberfldchenanteilen  spiegelbildlicher  Anordnung, (2) Trocknen der so aufgebrachten
Metallsinterzubereitung unter Vermeidung des Sinterns, (3) Anordnen und Inkontaktbringen des Transfersubstrats mit den
Schichtfragmenten aus getrockneter Metallsinterzubereitung zur Oberfldache des Trégers fiir Elektronikbauteile hin gewandt und
unter Sicherstellung einer deckungsgleichen Positionierung der mit der getrockneten Metallsinterzubereitung versehenen
Oberfldchenanteile des Transfersubstrats und der vorbestimmten, elektrisch leitfdhigen Oberfldchenanteile des Trigers fiir
Elektronikbauteile, (4) Anwenden von Presskraft auf die in Schritt (3) geschaffene Kontaktanordnung, und (5) Entfernen des
Transfersubstrats von der Kontaktanordnung, wobei die Haftkraft der getrockneten Metallsinterzubereitung nach Abschluss von
Schritt (4) gegeniiber den vorbestimmten, elektrisch leitfdhigen Oberflachenanteilen des Trégers fiir Elektronikbauteile gréfB3er ist
als gegeniiber der Oberfldche des Transfersubstrats, wobei es sich bei dem ebenen Transfersubstrat um eine nicht sinterbare und
gegebenenfalls beschichtete Metallfolie oder um eine thermoplastische Kunststoftfolie handelt, wobei der Tréger fiir
Elektronikbauteile ein Substrat mit einer ebenen, eine oder mehrere Vertiefungen von 10 bis 500 um aufweisenden Oberfldche
darstellt und zugleich aus der Gruppe bestehend aus Stanzgittern, Keramiksubstraten, DCB-Substraten und
Metallverbundwerkstoffen ausgewshlt ist, und wobei sich mindestens ein vorbestimmter, elektrisch leitfahiger Oberflachenanteil
in einer Vertiefung befindet. Der Tréager fiir Elektronikbauteile kann schon mit einem oder mehreren Elektronikbauteilen bestiickt
sein. Das Tréagersubstrat kann Aussparungen fiir auf dem Trager schon vorhandene FElektronikbauteile aufweisen. Der mit
getrockneter Metallsinterzubereitung versehene Tréger fiir Elektronikbauteile wird in einem Verfahren verwendet, in welchem
zunéchst eine Sandwichanordnung aus dem mit getrockneter Metallsinterzubereitung versehenen Tréger flir Elektronikbauteile
und Elektronikbauteilen geschatfen und danach die Sandwichanordnung einem Sinterprozess unterworfen wird.



